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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM EN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

R. 35794 Kut/Wt 



WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenbenchts {Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender PunktS 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/00821 



Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

16/03/2000 



(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

29/04/1999 



Anmelder 



ROBERT BOSH GMBH 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaft 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfafBt insgesamt __3 Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtiich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daS das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schnftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



| [ Bestimmte Anspriiche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Elnheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

|~X~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtiich der Zusammenfassung 

rzn wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| | Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 



Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 

| | wie vom Anmelder vorgeschlagen [X| 
| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet 



keine der Abb. 
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0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 
"A" Veroffentlichung, die den ailgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffenttichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbencht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaRnahmen bezieht 
"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeltegenden 
Theorie angegeben ist 

"X M Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein autgnjnd dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
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Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentfichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorle in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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VERTRA^JBER DIE INTERNATIONALE ZllftviM EN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 09/72076 1 

INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

R. 35794 Kut/Wt 


WEITERES siehe Mirtetlung uber die Ubermittlung des internationaien 

Recherchenberichts (Formblatt PCTVISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE 00/00821 


Internationales Anmeldedatum 

( Tag/Monat/Jahr) 

16/03/2000 


(Friihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

29/04/1999 


Anmelder 

ROBERT BOSH GMBH 



Dieser Internationale Recherchenbencht wurde von der Internationaien Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationaien Buro ubermittelt. 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaBt msgesamt 3 Blatter. 

PH Daruber hinaus Jiegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bencht genannten Unterlagen zum Stand der Techntk bei. 



1 Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationaien Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationaien 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationaien Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das 

| | in der internationaien Anmeldung in Schnflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationaien Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht. wurde vorgelegt. 

I | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| | Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



□ 
□ 
□ 
□ 



2. 
3. 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

f"X~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
— wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| | Anmelder kann der Behorde mnerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationaien 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 



| | wie vom Anmelder vorgeschlagen [T] keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I | wed diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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IPK 7 H01L21/3065 



Nach der I nternationalen Patentklassif ikation (IPK) oder nach der n ationalen Klassifikation und der IPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstotf gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unterdie recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der mternationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegnffe) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data, INSPEC 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone : 
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Betr Anspruch Nr. 
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Weiterg Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
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Siehe Anhang Patentfamilie 



3 Besondere Kategonen von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Veroffentlichung, die den allgememen Stand der Technik definiert, 
aber nicht a!s besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Priontatsanspruch zwerfelhaft er- 
scheinen zu tassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbencht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

'O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Ma3nahmen bezieht 

'P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priontatsdatum veroffentlicht worden ist 



' Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum 
oder dem Priontatsdatum veroffentlicht worden ist und mrt der 
Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Pnnzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theone angegeben ist 

" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erf indenscher Tatigkert beruhend betrachtet werden 

" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

' Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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US 4855017 


A 


08-08-1989 
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Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



PCT 

ANT RAG 



Der Unterzeichnete beantragt, daB die vorliegende 
intemationale Anmeidung nach dem Vertrag iiber die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird 



09/7 2076 1 

Vorn Anmeldeamt auszufullen 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 





Aktenzeichen des Anmelders oder An waits (falls gewiinscht) 
(max. 12 Zeichen) R. 3 5794 Kut/Wt 


Feld Nr. I BEZEI CHNUNG DER ERFINDUNG 

Verfahren zum Plasmaatzen von Silizium 


Feld Nr. II ANMELDER 


Name und Anschrift (Familienname, V or name; bei jaristischen Personen vollstandige 
amiliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats 
amugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Siaat des Sitzes 
oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20 
70442 Stuttgart 

Bundesrepublik Deutschland (DE) 


| | Diese Person ist 

gleichzeitig Erfinder 


Telefonnr.: 

0711/811-23062 


Telefaxnr.: 

0711/811-331 81 


Fernschreibnr: 


Staatsangeh6ngkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder alle Bestim- V/ alle Bestimmungsstaaten rnit 1 nur die Vereinigten die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: ' ' mungsstaaten ^— ^ Ausnahme der Vereinieten Staaten ' 1 Staaten von Amerika 1 1 angegebenen Staaten 



Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

LAERMER, Franz 
Witikoweg 9 
70437 Stuttgart 
DE 



Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

| 1 nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 



StaatsangehSrigkeit (Staat): 



Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 



DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


alle Bestim- 
mungsstaaten 




alle Bestimmungsstaaten mit nur die Vereinigten 
Ausnahme der Vereinigten Staaten ^ — ^ Staaten von Amerika 




die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 



/*\ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben 



Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden. um fur den (die) Anmelder 
vor den zustandigen internationalen Behorden in folgender Eigenschaft zu handein ais: ' 



An wait 



□ 



gemeinsamer 
Vertreter 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 

amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name 
des Staats anzageben) 



Telefonnr. 



Telefaxnr.: 



Fernschreibnr: 



□ Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und start dessen im obigen Feld 
eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 



FormblattPCT/RO/101 (Blatt 1) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antrogsformular 



BlattNr... 2.... 



Fortsetzung von Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Wirdkeines der folgenden Felder benatzt, so ist dieses Blatt dem Antrag mcht beizufugen. 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Stoats an- 
zitgeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

SCHILP, Andrea 

Seelenbachweg 15 

73 525 Schwabisch Gmund 

DE 


Diese Person ist 
1 | nur Anmelder 

[Xj Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (VVird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht no tig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 alle Bestim- 
furfoleende Staaten: ' ' mungsstaaten 


1 alle Bestimmungsstaaten mit 
' Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 

: J 


nur die Vereinigten die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname. Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

ELSNER , Bernhard 
Karl- Joos-Str . 52 
70 8 06 Kornstwestheim 
DE 


Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

[X] Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Vt'ird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht no tig.) 


Staatsangeh6rigkeit (Staat) : DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder I 1 alle Bestim- 
flir foleende Staaten: ' ' mungsstaaten 


I alle Bestimmungsstaaten mit 
1 Ausnahme der Vereinigten Staaten 


X 


nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 


die im Zusatzfeld 
' aneeeebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

| 1 Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit 

fur foleende Staaten: ' ' munesstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten 


1 nur die Vereinigten 
' Staaten von Amerika 


die im Zusatzfeld 
' angegebenen Staaten 


Name und .Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
| | nur Anmelder 

| | Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 alle Bestim- 
fur foleende Staaten: ' ' unesstaaten 


| alle Bestimmungsstaaten mit 1 1 nur die Vereinigten 1 1 die lm Zusatzfeld 
1 Ausnahme der Vereinisten Staaten ' ' Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


| | Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/RO/1 0 1 (Fortsetzungsblatt) Siehe Anmerkxmgen zu diesem Antragsformular 



Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN 



BlattNr....3.... 



Die fotgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen; 
Regionaies Patent 

| | a? ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swasiland, UG Uganda , ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist 
Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RTJ Russische Foderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat 
des Eurasischen Patentubereinkommens und des PCT ist 

Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, 
DE Deutschland, DK Danemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes KOnigreich, 
GR Gnechenland, IE Irland, IT ltalien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, 
SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist. 
OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d'lvorie, 
CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, 
TDTschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der O API und des PCT ist 



n 


EA 




EP 


□ 


OA 


Nationales 


□ 


AE 


□ 


AL 


□ 


AM 


□ 


AT 


□ 

i — i 


AU 


n 

i i 


AZ 


n 

i — i 


BA 


n 

i i 


BB 


□ 


BG 


n 

1 i 


BR 


n 

i i 


BY 


□ 


CA 


□ 


CH 


□ 


CN 


□ 


CU 


□ 


CZ 


□ 


DE 


□ 


DK 


□ 


EE 


i — i 


ES 


□ 


FI 


□ 


GB 


□ 


GD 


□ 


GE 


□ 


GH 


□ 


GM 


□ 


HR 


□ 


HU 


□ 


ID 


□ 


IL 


□ 


IN 


□ 


IS 




JP 


□ 


KE 


□ 


KG 


□ 


KP 




KR 


□ 


KZ 


□ 


LC 


n 


LK 



Vereinigte Arabische Emirate □ 

Albanien □ 

Armenien □ 

Osterreich : □ 



□ 
□ 
□ 
□ 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



Austral ien 

Aserbaidschan 

Bosnien-Herzegowina 

Barbados 

Bulgarien 

Brasilien 

Belarus 

Kanada 

und LI Schweiz und Liechtenstein 

China, 

Kuba 

Tschechische Republik 

Deutschland 

Danemark 

Estland 

Spanien □ 

Finnland □ 

Vereinigtes Konigreich 

Grenada, □ 

Georgien □ 

Ghana CH 

Gambia 

Kroatien □ 

Ungarn □ 

lndonesien 

Israel □ 

Indien El 
Island 

Japan 

Kenia 

Kirgisistan 

Demokratische Volksrepublik Korea □ 

□ 

Rebublik Korea Kastchen fur die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der 

Kasachstan Veroffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind: 

Saint Lucia □ 

Sri Lanka 



□ 
□ 
□ 



LR 
LS 
LT 
LU 
LV 
MD 
MG 
MK 

MN 
MW 
MX 
NO 
NZ 
PL 
PT 
RO 
RU 
SD 
SE 
SG 
SI 
SK 
SL 
TJ 
TM 
TR 
TT 
UA 
UG 
US 

uz 

VN 
YU 
ZA 
ZW 



Liberia 

Lesotho 

Litauen 

Luxemburg 

Lettland 

Republik Moldau 

Madagaskar 

Die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien 

Mongolei 

Malawi 

Mexiko 

Norwegen 

Meuseeland 

Polen 

Portugal 

Rumanien 

Russische Federation 

Sudan 
Schweden 
Singapur 

Slowenien 

Slowakei 

Sierra Leone 

Tadschikistan 

Turkmenistan 

Turkei 

Trinidad und Tobago 

Ukraine 

Uganda 

Vereinigte Staaten von Amerika 



Usbekistan... 

Vietnam 

Jugoslawien. 

Siidafrika 

Simbabwe.... 



anderen nach dem PCT zul&ssigen Bestimmungen vor mtt Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklarung ausgenommen 
sind. Der Anmelder erklart, daB diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusatiliche Be-stimmung, die vor 
Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde. nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurOckgenommen gilt. {Die Bestatigung 
emer Bestimmung erfolgt durch die Einreichimg einer Mitteilung. in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahhmg der Bestimmungs- und der 
BesMtigungsgebiihr. Die Bestatigung mufi beim Anmeldeamt innerhalh der Frist von 15 Monaten eingehen.) 



FormbIattPCT/RO/101 (Blatt2> (Juli 1999) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



BlattNr..4. 



Anmeldedatum 
der friiheren Anmeldung 
(T ag/Monat/Jahr) 


Aktenzeichen der 
friiheren Anmeldung 


1st die fruhere Anmeldun 


2 eine: 


nationale Anmeldung: 
Staat 


regionale Anmeldung: * 
reeionaies Amt 


Internationale Ajimeldune* 
Anmeldeamt 


Zeile(l) 

29. April 1999 
(29. 04 - 1999) 


199 19 469.6 


Bunde s r epub 1 i k 
Deutschland 






Zeile (2) 










Zeile(3) 











Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) 

bezeichneten friiheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem International Buro zu ubermitteln. 



Feld Nr. VII 



INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahl der Internationalen Recherchenbehorde (ISA) 

(falls zwei oder mehr als z\vei Internationale Recherchenbehdrden 
fiir die Ausfuhnmg der internationalen Recherche znstandig sind, 
geben Sie die von Ihnen gewdhlte Behorde an: (der; 
Zweibuchstaben-Code kann benutzt werdenj 

ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer friiheren Recherche: Bezugnahme auf 
diese friihere Recherche {falls eine fruhere Recherche bei der internationalen 
Recherchenberbrde bean tragi oder von ihr dvrchgefuhrt worden ist): 
Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) 



Feld Nr. VIII 



KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 



Diese Internationale Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von Blattern: 



Antrag 

Beschreibung (ohne 
Sequenzprotokollteil) 

Anspruche 

Zusammenfassung: 

Zeichnungen 

Sequenzprotokollteil 
der Beschreibung 

Blattzahl insgesamt 



4 Blatter 

17 Blatter 
4 Blatter 
1 Blatter 

Blatter 
: Blatter 



26 Blatter 



Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 
[X] Blatt fur die Gebuhrenberechnung 
| | Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 

[ | Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden) 
| | Begrundung fur das Fehlen einer Unterschrift 

f ' PrioritatsbeIeg(e) ; in Feld VI durch 
~ J folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 



□ 
□ 



Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem 
Material 



g Sequenzprotokolle fur Nucleotide und/oder Anminosauren (Diskette) 

0 Pxl Sonstige (einzeln auffuhren): 

^ Abschrift der Voranmeldung fur die Erstellung des Prioritatsbelegs 



Abbildung der Zeichnungen, die 
mit der Zusammenfassung 
veroffentlicht werden soil (Nr.): 



Sprache, in der die 
intern at ion ale Anmeldung 
eineereicht wird: 



Deutsch 



Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 



Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu w\ederholen, imd es ist anzngeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus 
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. / A 



ROBERT BOSCH GMBH 
Nr. 19/95 AV 



Bernhard ELSN12R 



Franz LAERMER 



drea SC±iLp / 



*~//~MX> _ 1 

/ 7j \ Vom Anmeldeamt auszufullen 
1. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung 


2. Zeichnungen 

| | einge-gangen: 

1 1 nicht ein- 
' ' gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser internationalen Anmeldung: 


4. Datum des fnstgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellung nach Artikel 11(2) PCT: 


5. Vom Arunelder benannte 

Internationale Recherchenbehorde: ISA/ 


6. Ubermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung 
| | der Recherchengebiihr aufgeschoben 




Vom Internationalen Buro auszufullen 

Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen Buro: 



Formblatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



Dieses Bl^^m nicht Teil und zdhit mcht als Blatt der mternationaleri^^Bp Idling 



PCT 

BLATT FUR DIE GEBUHRENBERECHNUNG 
Anhang zum Antrag 



Aktenzeichen des Anmelders 
oder Anwalts 



R. 35794 Kut/Wt 



. Vom Anmeldcamt auszufilllcn 



Internationales Aktenzeichen 



Eingangsstempel des Anmeldeamts 



Anmeider 



ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20, 



70442 Stuttgart 



BERECHNUNG DER VORGESCHRIEBENEN GEBUHREN 
1. UBERMITTLUNG S GEBUHR 



1 150, 



1 . 848 , 26 



2. RECHERCHENGEBUHR 

Die internationale Recherche ist durchzufQhren von 

(Sind zwei oder mehr Internationale Recherchenbehorden fur die internationale Recherche zustandig, 
ist der Name der Be horde anzugeben, die die internationale Recherche dnrchfiihren soli) 



3. INTERNATIONALE GEBUHR 
Grundgebuhr 

Die internationale Anmeldung enthalt 26 
umfaBt die ersten 30 Blatter 



Blatter 
799 , 93 



17.60 



Zusatzeebiihr 



Anzahl der Blatter 
uber30 

Addieren Sie die in Feld bj und b2 eingetragenen 

Betrage, und tragen Sie die Summe in Feld B ein | 799,93 

Bestimmungsgebtihren 

Die internationale Anmeldung enthalt Bestimmungen. 

4 x 172 . 11 =1 688,44 



Anzahl der zu zahlenden Bestimmungsgebiihr 
Bestimmungsgebilhren (maximal J0J 
Addieren Sie die in Feld B und D eingetragenen 
Betrage, und tragen Sie die Summe in Feld I ein 



1.488,37 



(Anmeider aus einigen Staaten haben Anspruch aicf eine Ermafiigung der internationalen Gebiihr urn 
75%. Hat der Anmeider (oder haben alle Anmeider) einen solchen Anspruch, so betragt der in Feld I 
einzutragende Gesamtbetrag 25% der Summe der in Feld B und D eingetragenen Betrage.) 



4. GEBUHR FUR PRIORITATSBELEG 

5 GESAMTBETRAG DER ZU ZAHLENDEN GEBUHREN. 

Addieren Sie die in den Feldern T, S, I und P eingetragenen Betrage, 
und tragen Sie die Summe in das nebenstehende Feld ein 



35, 



3 . 521 , 63 



INSGESAMT 



| | Die Bestimmungsgebtihren werden jetzt noch nicht gezahlt 



ZAHLUNGSWE1SE 



0 Abbuchungsauftrag (siehe unten) \^\ Bankwechsel 

1 | Scheck [I] Barzahlung 

| | Postanweisung Gebiihrenmarken 



I I Kupons 

| 1 Sonstige (eirizeln angeben): 



ABBUCHUNGSAUFTRAG (diese Zahhmgsweise gibt es nicht bei alien Anmeldedmtern) 



Das Anmeldeamt / DPA 



Dresdner Bank 



346 248 100 
Kontonummer 



[x] wird beauftragt, den vorstehend angegebenen Gesamtbetrag der Gebuhren von meinem laufenden 
Ronto abzubuchen 

[X] wird beauftragt, Fehlbetrage oder Oberzahlungen des vorstehend angegebenen Gesamtbetrags der 

Gebuhren auf meinem laufenden Konto zu belasten bzw. gutzuschreiben. 
I"* 7 ] wird beauftragt, die Gebiihr fur die Ausstellung des PrioritStsbelegs und seine Ubermittlung an das 
Internationale Biiro der WIPO von meinem laufenden Konto abzubuchen. 

13 MRZ 2000 ROBERT BOSCH GMBH / Np^l9/95 AV 



Datum (T ag/Monat/Jahr) 



Unterschrift 




Formblatt PCT/RO/101 (Anhang) (Januar 1996) 



Siehe Anmerkungen zum Blatt fur die Gebiihrenberechnung 



PCT 




WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM 
Internationales Biiro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG OBER DIE 
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(54) Title: METHODS FOR PLASMA ETCHING SILICON 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM PLASMAATZEN VON SILIZIUM 

(57) Abstract 

The invention relates to methods for the plasma etching, notably the anisotropic plasma etching, of laterally denned structures in a 
silicon substrate using a process gas. According to the invention before and/or during etching at least one passivating material is deposited 
at least temporarily on the side walls of laterally denned structures. According to a first method at least one compound chosen from the 
group comprising CIF3, BrF3 or IF5 is added to the process gas as fluorine-yielding etching gas. According to a second method NF3 is at 
least temporarily added to the process gas as an additive which consumes the passivating material. According to a third method, a light and 
readily ionized gas, notably H2, He or Ne, is at least temporarily added to the process gas. The above three methods can also be combined. 

(57) Zusammenfassung 

Es werden Verfahren zum Plasmaatzen, insbesondere zum anisotropen Plasmaatzen, von lateral definierten Strukturen in einem 
S ilizi urn subs trat unter Verwendung eines Prozessgases vorgeschlagen. Dabei wird vor und/oder wahrend des Atzens auf den Seitenwanden 
von lateral definierten Strukturen zumindest zeitweilig mindestens ein passivierendes Material abgeschieden. In einem ersten Verfahren wird 
vorgeschlagen, dern Prozessgas als fluorlieferndes Atzgas mindestens eine der Verbindungen, ausgewahlt aus der Gruppe CIF3, BrF3 oder 
IF5 zuzusetzen. In einem zweiten Verfahren wird dem Prozessgas zumindest zeitweilig als das passivierende Material verzehrendes Additiv 
NF3 zugesetzt. Schliesslich wird ein einem dritten Verfahren dem Prozessgas zumindest zeitweilig ein leichtes und leicht ionisierbares Gas, 
insbesondere H2, He oder Ne, zugesetzt. Die drei vorgeschlagenen Verfahren konnen auch kombiniert werden. 
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Verfahren zum Plasmaatzen von Silizium 
Stand der Technik 

Die Erfindung betrifft Verfahren zum Plasmaatzen, insbeson- 
dere zum anisotropen Plasmaatzen, von Silizium nach der Gat- 
tung der unabhangigen Anspruche . 

Stand der Technik 

Aus DE 197 06 682 C2 ist ein Verfahren zum anisotropen 
Hochratenplasmaatzen von Silizium bekannt , wobei zur Seiten- 
wandpassivierung als passivierendes Material Si0 2 verwendet 
wird, das aus dem Zusatz von SiF 4 und 0 2 zur eigentlichen 
Atzchemie von SF 6 gebildet wird. Gleichzeitig werden dem 
Atzgas als Si0 2 - verzehrende Additive ( „ Scavenger w ) kontinu- 
ierlich oder getaktet CHF 3 , CF 4 , C 2 F 6 Oder C 4 F e zugesetzt, urn 
auf dem Strukturgrund befindliches Si0 2 selektiv abzutragen. 

Ein weiteres Hochratenat zverf ahren fur Silizium wird bei- 
spielsweise in DE 42 41 045 C2 vorgeschlagen , wobei eine 
hochdichte Plasmaquelle mit induktiver Hochf reguenzanregung 
(ICP-Quelle) oder einer speziellen Mikrowellenanregung (PIE- 
Quelle) dazu benutzt wird, urn aus einem f luorlief ernden Atz- 
gas Fluorradikale und aus einem tef lonbildende Monomere lie- 
f ernden Passiviergas <CF 2 ) X - Radikale f reizuset zen, die ein 



WO 00/67307 PCT/DEOO/00821 



tef lcnartiges , pass ivi erendes Material bilden, wobei Atz- 

und Passiviergas alternierend eingesetzt werden. i 

SchlieSIich ist aus der Anmeldung DE 43 17 623 Al bekannt , * 
5 ein Gemisch aus SF 6 oder einem anderen f luorlief ernden Atz- 

gas und CHF 3 oder einem anderen, teflonartige Monomere bil- 
denden Passiviergas, einem hochdichten Plasma auszusetzen, 
so da£ die Fluorradikale den Si 1 i z iums t rukturgrund atzen und 
gleichzeitig die teflonartige Monomere ein pass ivierendes 
10 Material auf den Struktursei tenwanden bilden, und somit fur 

ein anisotropes Verhalten des Atzprozesses sorgen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bestehende Plas- 
maat zverf ahren fur Silizium dahingehend zu verbessern, da£ 
15 durch Einsatz neuer ProzeSgase hohere Atzraten, geringere 

Prof ilabweichungen beim Atzen und eine bessere Umweltver- 
traglichkeit des Prozefegases gewahrleis tet sind. 

Vorteile der Erfindung 

20 

Die erf indungsgemaSen Verfahren mit den kennzeichnenden 
Merkmaien der unabhangigen Anspriiche haben gegeniiber deirt 
Stand der Technik den Vorteil , da£ damit eine Verbesserung 
der Prof ilkontrolle und eine hohere Atzrate bei Plasmaatz- 

25 verfahren von Silizium, insbesondere bei anisotropen Hochra- 

tenplasmaat zverf ahren , erreicht wird. Gleichzeitig sind die 
eingesetzten ProzeEgase insbesondere hinsichtlich des Treib- 
hauseffektes wesentlich umwel tver tragi icher als bisher ein- 
gesetzte Atzgase oder Additive und damit auch langfristig 

3 0 verfiigbar. 



Weiterhin werden bei der Verwendung der f luorlief ernden Atz- 
gase C1F 3/ BrFi oder IF 5 schon bei reiativ geringer Plasmaan- 
regung groSe Fluormengen f reigeset zt , so da£ diese sehr ef- 
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fizient hmsichtlich der Anregung und der erreichten hohen 
Siliziumatzraten sind und gleichzeitig nur geringe Anforde- 
rungen an den Lei s tungsbedar f einer beispielsweise indukti- 
ven Plasmaquelle oder einer Mikrowellen- Plasmaguel le stel- 
len. Weiterhin ist sehr vorteilhaft, da£ insbesondere C1F 3 
beim Zerfall zu C1F oder BrF 3 beim Zerfall zu BrF leichter 
und in groBerer Zahl Fluorradikale freisetzt, als das be- 
kannte SF 6 iiber dessen vorrangigen Zerf al lskanal zu SF 4 . 
Uberdies benotigt die Reaktion von C1F 3 zu C1F und 2F* bzw. 
BrF 3 beim Zerfall zu BrF und 2F* auch eine sehr viel geringe- 
re Aktivierungsenergie als die Reaktion von SF 6 zu SF 4 und 
2F\ Somit treten infolge genngerer benotigter Hochfre- 
quenz- bzw. Mikrowellenleistungen an der Plasmaquelle zur 
Erzeugung der benotigten groSen Fluorradikalmengen dort sehr 
vorteilhaft auch weniger Storeffekte auf, die im weiteren 
die erzeugten Atzprofile beeintrachtigen konnten. 

Weitere Vorteile resultieren aus der Tatsache, da£ bei Ver- 
wendung von Interhalogenf luoriden als f luor lief ernde Atzgase 
keine Schwef elausscheidungen im Abgasbereich der Atzanlage 
auftreten konnen, die andernfalls beseitigt bzw. unterdruckt 
werden miissen. 

SchlieSlich sind insbesondere C1F 3 und BrF 3 chemisch insta- 
bil und hydrolisieren an Luft mit der Luf t f euchtigkei t 
leicht zu HF und HC1 bzw. HBr . Daher entsteht mit diesen 
Verbindungen oder Gasen kein Treibhausef f ekt , so da£ ihre 
groStechnische Verf iigbarkeit unter Umweltgesichtspunkten 
auch langfristig gesichert ist, was beispielsweise fur SF 6 
nicht uneingeschrankt gilt. 

Das als das passivierende Material, insbesondere Si0 2 oder 
ein tef lonartiges Material, verzehrende Additiv im ProzeEgas 
zeitweilig eingesetzte NF 3 hat gegenuber aus dem Stand der 
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Technik bekannten Additiven auf Basis von Fiuor-Kohlenstof f - 
Verbindungen den Vorteil, da£ ein wesentlich starkerer Ab- 
trag von dielektri schen Schichten, die den Strukturgrund 
maskieren, erreicht wird, so da£ dieses im jeweiligen Plas- 
maatzverf ahren in gegeniiber bekannten Additiven deutlich ge- 
ringerer Menge eingesetzt werden muS und damit auch insge- 
samt geringere negative Auswirkungen auf den GesamtprozeS, 
insbesondere hinsichtlich einer damit zwangslaufig verbunde- 
nen Verdunnung der ubrigen aktiven Reaktanten, hat. 

Weiter hat das Additiv NF 3 im Gegensatz zu Fluorkohlenwas - 
serstoffen (CHF 3 , CF 4 , C 3 F 6/ C 4 F 8 , C 2 F 6 usw . ) dank schwacher 
Hydrolysewirkung eine relativ kurze Lebensdauer an Luft, so 
daS ebenfalls kein Treibhausef f ekt auf tritt . NF 3 wird in der 
Atmosphare bereits nach kurzer Zeit durch Luf t f eucht igkei t 
gebunden. Im Gegensatz zu den als Treibhausgasen wirkenden 
Fluorkohlenwasserstof f en ist also auch hier die groStechni- 
sche Verf iigbarkeit langfristig gesichert. 

Die Zugabe eines leichten und leicht ionisierbaren Gases, 
d.h. eines Gases mit geringer Atomrnasse, wie He, H 2 oder Ne, 
aus dem leicht positiv geladene Ionen erzeugbar sind, zu dem 
Atzgas hat den Vorteil, daS damit Auf ladungsef f ekte , die 
sich insbesondere an Ubergangen zwischen dem elektrisch 
leitfahigen Silizium und elektrisch isolierenden Dielektri- 
ka, die beispielsweise als Maskenmaterial oder vergrabene 
Opf erschichten verwendet werden, storend bemerkbar machen, 
erheblich vermindert werden. Somit wird eine deutliche Pro- 
f ilverbesserung der erzeugten Atzprofile, insbesondere beim 
Ubergang von Silizium auf eine vergrabene Oxidschicht, eine 
Polymerstoppschicht oder am Maskenrand, d.h. am Ubergang von 
der dielektrischen Maskierschicht (Photolack oder Hartstoff- 
maske aus Si0 2 ) zu dem zu atzenden Silizium, erzielt . 
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Dieser Auf ladungsef f ekt beruht darauf , da£ negativ geladene 
Elektronen, die ungerichtet auf die Waferoberf lache einwir- 
ken, vorzugsweise auf den Seitenwanden der zu atzenden 
Struktur landen, so dafi die Seitenwande relativ zum Atzgrund 
negativ aufgeladen werden . Innerhalb des elektrisch leitfa- 
higen Siliziums sind diese Elektronen weitgehend frei beweg- 
lich, wahrend auf dem elektrisch isolierenden Atzgrund be- 
findliche positiv geladene Ionen dort fixiert sind. Insge- 
samt Ziehen somit die beweglichen Elektronen in die Uber- 
gangszone zwischen Silizium und Dielektrikum, so daS dort 
gro£e elektrische Feldstarken entstehen, die im stationaren 
Fall schlieElich dazu fiihren, daS im Mittel genausoviele Io- 
nen zur Seitenwand gelangen, wie zuvor Elektronen, weil sie 
von entsprechend grofien elektrischen Feldern zur Seitenwand 
abgelenkt werden. Dieser Effekt ist als "Notching Phanomen" 
in die Literatur eingegangen und fiihrt zur Ausbildung gro- 
cer, in die Seitenwand eingeatzter Taschen. 

Die Zugabe eines leichten, leicht ionisierbaren Gases wie 
beispielsweise He vermindert diese Taschenbi ldung sehr vor- 
teilhaft erheblich. 

Ein anderes Problem, das auf elektrische Auf ladungsef fekte 
zuruckzufiihren ist, und das durch die Zugabe des leichten, 
leicht ionisierbaren Gases ebenfalls gelost wird, tritt am 
oberen Maskenrand auf. Die Oberf lache einer dielektrischen 
Maskierschicht auf dem Siliziumwaf er wird durch sogenanntes 
"Self-Biasing" vielfach als Folge einer an einer ublichen 
Substratelektrode angelegten hochf requenten Spannung negativ 
aufgeladen („DC-Bias") . Diese Aufladung erklart sich aus der 
unterschiedlichen Beweglichkeit von Elektronen und Ionen, 
d.h. um im Zeitmittel genausoviele der unbeweglicheren Ionen 
wie der hochbeweglichen Elektronen zur Oberf lache zu ziehen, 
mu£ sich dort eine negative elektrische Vorspannung aufbau- 
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en. Wird nun in den Of fnungen einer Maskierschicht in das 
Silizium hineingeat zt , fiihren diese Aufladungen der Oberfla- 
che gegenuber der neu erzeugten Siiiziumsei tenwand zur Kon- 
zentration von Elektronen im Ubergang von Silizium zur die - 
5 lektrischen Maskierschicht . Durch Ionenablenkung werden da- 

her verstarkt Ionen in diesen oberen Teil des geatzten Sili- 
z iumt r enchgr abens gelenkt, was dort ebenfalls zur Ausbildung 
von Prof ilunregelmaEigkeiten oder Taschen f uhrt . SchlieElich 
hat die Zugabe eines leichten, leicht ionisierbaren Gases zu 
10 dem Atzgas den Vorteil, da£ der aus DE 42 41 045 bekannte 

Seitenwandf ilmtransportmechanismus dahingehend verbessert 
wird, daS mehr Polymerabt rag vom Atzgrund und weniger Poly- 
merabtrag von den Seitenwanden erf olgt , die Selektivitat al- 
so verbessert wird. 

15 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus 
den in den Unteranspruchen genannten MaSnahmen . 

So ist es besonders vorteilhaft, da£ die erf indungsgemafien 

2 0 Verfahren auch unt ereinander kombiniert werden konnen, wobei 

die Vorteile der einzelnen Verfahren jeweils weitgehend er- 
halten bleiben. Im ubrigen kann es vorteilhaft sein, dem 
Atzgas, dem das passivierende Material biidenden Gas, insbe- 
sondere dem SiF 4 , dem Additiv oder einem als Reakt ionspart - 
25 ner verwendeten Gas wie beispielsweise Sauerstoff, Stick- 

stoff, Kohlendioxid oder einem Stickoxid zusatzlich zur Ver- 
dunnung Argon zuzusetzen. 

Insgesamt hangt bei den beschriebenen Mechanismen die Grofie 

3 0 der elektrischen Felder, die benotigt werden, um das dynami - 

sche Gleichgewicht zwischen Ionen- und Elektroneneinf all 
herzustellen, unmi ttelbar davon ab, wie leicht sich ankom- 
mende Ionen durch elektrische Felder abienken lassen. Es ist 
daher of f ens ichtlich , daS relativ schwere Ionen erst durch 
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relativ groEe Felder abgelenkt werden, wahrend relativ 
leichte Ionen schon bei relativ kleinen Feldstarken abge- 
lenkt werden und den Ladungsausgleich vollziehen konnen. 
Durch das Einbringen einer Ionensorte von kleiner Atommasse 
wird insofern sehr vorteilhaft erreicht, daS sich nur noch 
kleine Feldstarken in den beschriebenen Bereichen aufbauen 
und bereits bei diesen kleinen Feldstarken genugend viele 
der leichten Ionen so abgelenkt werden, da£ sie den Ladungs- 
ausgleich vollziehen konnen. 

Die ebenfalls im At zverf ahren, beispielsweise als ionisierte 
Molekule oder Molekulbruchstucke des Atzgases oder Additi- 
ves, auftretenden schweren Ionen werden aufgrund ihrer Masse 
und damit verbundenen Tragheit von diesen elektrischen Fel- 
dern nicht mehr abgelenkt, sondern fliegen ungehindert durch 
bis zum Atzgrund, wo sie vorteilhaft beispielsweise eine 
Atzreaktion oder einen At zgrundpolymerabtrag vorantreiben 
konnen. Es findet sorait durch die Zugabe des leichten, 
leicht ionisierbaren Gases insgesamt sehr vorteilhaft eine 
Trermung zwischen leichten Ionen, weiche den Ladungsaus- 
gleich durchfuhren, und schweren Ionen statt, weiche vor- 
zugsweise auf den Atzgrund einwirken. 

Neben dem Edelgas Helium als leichtes Gas ist bei einigen 
Plasmaatzprozessen auch die Verwendung von Wasserstoff (H 2 ) 
vorteilhaft, sofern dieser mit der Proze£chemie vertraglich 
ist. Wasserstoff hat als Molekiil in ionisierter Form eine 
Atommasse von lediglich 2 und dissoziert uberdies im Plasma 
besonders leicht zu posit iv geladenen At omen mit der Atom- 
masse 1 . 
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Ausf iihrungsbeispiele 

Das erste Ausf iihrungsbeispiel gent zunachst vom einem ani- 
sotropen Plasmaat zprozeS mit einer hochdichten Plasmaquelle , 
beispielsweise einer I CP- Plasmaquelle , einer ECR- 
Plasmaquelle oder einer PIE-Plasmaquelle aus, wie er aus DE 
197 06 682 C2 bekannt ist . 

Anstelle des dort eingesetzten f luorlief ernden Atzgases SF 6 
oder NF 3 wird j edoch dem Prozefigas als Atzgas in einem er- 
sten Ausf uhrungsbeispiel gasformiges Chlortrif luorid C1F 3/ 
Bromtrif luorid BrF 3 oder Iodpentaf luorid IF 5 oder eine Mi- 
schung dieser Gase zugesetzt. Bevorzugt wird Chlortrif luorid 
oder Bromtrif luorid eingesetzt, das direkt uber einen Mas- 
senf lufiregler zugefuhrt werden kann, da es einen ausreichend 
hohen Dampfdruck besitzt. Im Fall der Verwendung von fliassi- 
gen Bromtrif luorid wird zu dessen Oberfuhrung in die Gaspha- 
se dessen Temperatur vorzugsweise auf oberhalb von 20 °C ge- 
halten. Es ist dabei weiter moglich, zusatzlich in an sich 
bekannter Weise ein inertes Tragergas , beispielsweise Argon, 
beizumischen. Anstelle von Argon kann auch Helium verwendet 
werden. 

Weiter werden die aus DE 197 06 682 C2 bekannten Si0 2 - 
verzehrenden Additive (CHF 3 , CF 4 , C 2 F 6 usw.) durch Stick- 
stofftrif luorid NF 3 ersetzt, das dem Prozefigas kontinuier- 
lich oder bevorzugt getaktet zugesetzt wird. Dieses Additiv 
dient insbesondere einer beschleunigten Entfernung des pas- 
sivierenden Materials vom Atzgrund. 

NF 3 zerfallt unter nicht zu intensiver Plasmaanregung , d.h. 
typischen ICP-Anregungsbedingungen , vorrangig in radikali- 
sche Bruchstucke NF X (mit x = 1, 2) , welche auSerst aggres- 
siv gegenuber dielektrischen Materialien reagieren und somit 
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beispielsweise gegenuber Si0 2 , SiN, SiO x N y ( Si 1 i ziumoxyni - 
trid) oder tef 1 onart igen Materiaiien als sehr eff iziente ab- 
tragende Reakt ionspartner wirken. 

Die dabei gleichzeitig f reigeset zten Fluormengen aus der 
Dissoziation von NF 3 fallen gegeniiber den Fluormengen aus 
den f luorlief ernden Atzgasen, beispielsweise C1F 3 oder BrF 3 , 
kaum ins Gewicht und tragen auSerdem zur Siliziumat zreaktion 
bei . 

Die Passivierung der Struktursei tenwande im ProzeS wird ge- 
geniiber der Lehre der DE 197 06 682 C2 unverandert durch den 
zumindest zeitweiligen Zusatz von SiF 4 und einem Reaktions- 
partner, ausgewahlt aus der Gruppe 0 2 , N 2 0, NO, NO x/ C0 2 , N0 2 
oder N 2 zu dem ProzeEgas erreicht . Bevorzugt ist Sauerstoff. 

Hinsichtlich der weiteren ProzeEparameter ( insbesondere Gas- 
flusse, ProzeEdrucke , Ionenenergie und eingestrahl te Plas- 
maleistungen) , sei auf die entsprechenden, bereits aus DE 
197 06 682 C2 bekannten Parameter verwiesen, die weitgehend 
beibehalten werden konnen. 

Eine bevorzugte Zusammenset zung des ProzeEgases ausgehend 
von dem aus DE 197 06 682 C2 bekannten Verfahren ist bei- 
spielsweise, durch folgende Rezepturen gegeben: 

60 seem C1F 3 + 50 seem 0 2 + 50 seem SiF 4 + 70 seem He + 
5 seem NF 3 bei konstanter Zugabe , 20 mTorr Druck, 1000 Watt 
Hochf requenzleistung bei einer Freguenz von 13.56 MHz an der 
Plasmaquelle, 5 Watt bis 20 Watt Hochf requenzleistung an der 
Subs tratelekt rode 



oder : 
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100 seem BrF 3 + 50 seem 0 2 + 50 seem SiF 4 + 70 seem Ke ; zu- 
satzliche Zugabe von 30 sccrn NF 3 periodisch alle 30 bis 60 
Sekunden, vorzugsweise alle 45 Sekunden iiber erne Zeitdauer 
ven jeweils 5 Sekunden, Druck 20 mTorr, 1000 Watt Hochfre- 
5 quenzleistung an der Plasmaguelle, 5 Watt bis 30 Watt Hoch- 

frequenz lei stung an der Subst rat elekt rode 

In einem weiteren Ausf ubrungsbei spiel der Erfindung wird zu- 
nachst von einem Verfahren ausgegangen, wie es aus DE 42 41 

10 045 CI bekannt ist . In diesem bekannten Verfahren wird eine 

anisotrope Atzung von Silizium mitt els eines Plasmas, insbe- 
sondere mitt els eines Mikrowellenplasmas oder eines uber ei- 
ne induktive Plasmaquelle erzeugten Plasmas, vorgenommen, 
wobei der anisotrope Atzvorgang in separaten, jeweils alter- 

15 nierend auf einanderf olgenden Atz- und Polymerisations- bzw. 

Passivierschritten getrennt voneinander durchgef uhrt wird, 
welche unabhangig voneinander gesteuert sind. Dabei wird 
wahrend der Polymerisat ionsschrit te auf eine durch eine Atz- 
maske definierte laterale Begrenzung von Strukturen ein Po- 

20 lymer auf gebracht , das wahrend der nachf olgenden Atzschritte 

jeweils wieder abgetragen wird. 

Dazu wird dem ProzeEgas zumindest zeitweilig, insbesondere 
wahrend der Atzschritte, SF 6 als f luorlief erndes Atzgas zu- 

25 gesetzt. Wahrend der Polymerisationsschritte wird dem Pro- 

zeSgas weiter, insbesondere im Fall einer induktiv gekoppel- 
ten Plasmaquelle, Octaf luorcyclobutan C 4 F 8 oder Hexafluor- 
propen C 3 F 6 als ein tef lonbildende Monomere lief erndes Pas- 
siviergas zugesetzt . Dieses Passiviergas baut insbesondere 

30 auf den Seitenwanden der geatzten Strukturen als passivie- 

rendes Material einen tef lonart igen Schutzfilm auf, der die- 
se vor einem Atzangriff durch Fluorradikale schutzt. 



WO 00/67307 PCT/DE00/00821 

- 11 - 



Dieses in soweit an sich bekannte Verfahren wird erfindungs- 
gema£ dadurch verbessert, da£ dem ProzeSgas 2usatzlich zu- 
mindest zeitweilig Helium in Form von He 4 oder He 3 zugesetzt 
wird, wobei dieser Zusatz entweder kontinuierl ich sowohl 
5 wahrend der Dauer der At zschrit t e , als auch wahrend der Dau- 

er der Passivierschritt e erf olgt , da Helium als Inertgas die 
Proze£chemie in keinster Weise beeinfluSt. Durch die Zugabe 
des Heliums wird in beiden Schritten gewahrleistet ; da£ un- 
erwiinschte Aufladungen reduziert und ein schadlicher Ionen- 
10 einfall auf die Seitenwande geatzter Strukturen, wie erlau- 

tert, permanent unterdruckt oder reduziert wird. 

Alternativ kann der Heliumsatz jedoch auch nur wahrend der 
Atzschritte oder nur wahrend der Polymerisations- bzw. Pas- 

15 sivierschritte erfolgen, d.h. der Heliumflu£ wird wie das 

Atz- bzw. Passiviergas getaktet, wobei der Einsatz von Heli- 
um zweckmateig speziell wahrend der Atzschritte zugesetzt 
wird, da es gerade beim Weiteratzen darauf ankommt , den Auf- 
bau starkerer Streufelder in den erzeugten Trenchgraben be- 

20 reits im Entstehen wirksam zu unterdriicken . Bevorzugt wird 

das Helium in beiden ProzeSschritten durchgehend mit kon- 
stantem GasfluS zugefiihrt . 

Ein geeigneter Heliumgasf lufi liegt ublicherweise zwischen 10 
25 und 100 seem, es sind aber auch kleinere oder insbesondere 

groSere Fliisse moglich, je nach Saugleistung der angeschlos- 
senen Turbomolekularpumpe der Atzanlage. 

Zur Unterstiit zung des Abtrags des passivierenden Materials 
30 vom Atzgrund kann auch in diesem Fall zumindest zeitweise 

NF 3 als eine das passivierende Material verzehrende Substanz 
eingesetzt werden. 
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Erne bevorzugte Zusammenset zung des Proze£gases im Fall der 
Plasmaerzeugung iiber eine induktiv gekoppelte Plasmaguelle 
(ICP-Quelle) 1st beispielsweise , ausgehend von DE 42 41 045 
CI, durch folgende Rezeptur gegeben: 

5 

Passivierschritt : 

100 seem C 3 F 6 oder C 4 F e + 50 seem He iiber 5 Sekunden bei 12 
mTorr Druck, 80 0 Watt Hochf requenzlei stung an der Plas- 
maguelle, keine Hochf reguenzleistung an der Substrat- 
10 elektrode 

At zschritt : 

130 seem SF 6 + 20 sscm 0 2 + 50 seem He iiber 9 Sekunden bei 
20 mTorr Druck, 800 Watt Hochf requenzlei stung an der Plas- 
15 maquelle, 5 Watt bis 20 Watt Hochf requenzlei stung an der 

Subs t rat elektrode 

Weitere Ausf uhrungsbeispiele fur die ProzeSgas zusammenset - 
zung, ausgehend von dem Verfahren gemaS DE 42 41 045 C2 , 

20 sind gegeben durch die folgenden Rezepturen, bei denen in 

den Atzschritten jeweils das f luorlief ernde Atzgas SF 6 durch 
C1F 3 oder BrF 3 ersetzt ist. Zusatzlich wird dem Prozefigas in 
den Atzschritten als das passivierende Tef lonmaterial insbe- 
sondere vom Atzgrund bevorzugt abtragendes Additiv zumindest 

25 zeitweise NF 3 zugesetzt. Die Verf ahrensparameter in den Pas- 

sivierschritten werden dabei gegenuber dem vorausgehenden 
Ausf uhrungsbei spiel unverandert beibehalten. 

At zschritt : 

30 200 seem C1F 3 + 10 seem NF 3 + 50 seem He iiber 10 Sekunden bei 

20 mTorr Druck, 1000 Watt Hochf requenzleistung an der Plas- 
maguelle, 5 Watt bis 20 Watt Hochf requenzleistung an der 
Subs t rat elektrode 
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oder : 

Atzschritt : 

200 seem C1F 3 + 50 seem He uber 10 Sekunden bei 20 mTorr 
Druck; zusatzlich 3 0 seem NF 3 wahrend der ersten 3 Sekunden 
der Atzschritte, 1000 Watt Hochf reguenzleistung an der Plas- 
maquelle, 5 Watt bis 20 Watt Hochf reguenzleistung an der 
Subs t ra t el ekt rode 

Weitere Rezepturen setzen anstelle von NF 3 alternativ 0 2 als 
das tef lonartige, passivierende Material insbesondere vom 
Atzgrund bevorzugt abtragende Additiv ein. Da Sauerstoff 
deutlich weniger aggressiv agiert als die im Plasma erzeug- 
ten NF 3 -Bruchstucke, tnuS dem Atzgas zumindest zeitweise ein 
wesentlich hoherer Sauerstof f f luS zugesetzt werden . 

Der deutlich geringere Sauerstof fanteil , der in einer vor- 
stehenden Rezeptur dem SF 6 als Atzgas zugesetzt worden war, 
diente dort nur zur Unterdruckung einer Schwef elausscheidung 
im Abgasbereich . Diese Schwef elausscheidung tritt jedoch bei 
der Verwendung von C1F 3 als Atzgas nicht auf , so da£ der dem 
CIF3 zumindest vorubergehend zugesetzte Sauerstof fanteil 
voll fur den Abtrag des passivierenden Materials insbesonde- 
re vom Atzgrund zur Verfiigung steht. Bei weiter hinsichtlich 
der Zusammensetzung und der Verf ahrensparameter unverander- 
ten Passivierschritten ergibt sich damit als weitere vor- 
teilhafte Rezeptur fur die Atzschritte: 

Atzschritt : 

250 seem C1F 3 + 50 seem He uber 10 Sekunden, zusatzlich 100 
seem 0 2 wahrend der ersten 4 Sekunden, Druck 30 mTorr, 1200 
Watt Hochf reguenzleistung an der Plasmaguelle , 5 Watt bis 30 
Watt Hochf reguenzleistung an der Substratelektrode 
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oder : 

Atzschritt : 

200 seem C1F 3 + 50 seem He + 50 seem 0 2 uber 10 Sekunden, 
5 Druck 3 0 mTorr , 1000 Watt Hochf requenzleistung an der Plas- 

maquelle, 5 Watt bis 3 0 Watt Hochf requenzleistung an der 
Subs tratelekt rode 

Hinsichtlich weiterer ProzeSparameter sei auf die entspre- 
10 chenden, bereits aus DE 42 41 045 CI bekannten Parameter 

verwiesen, die im ubrigen weitgehend beibehalten werden kon- 
nen . 

Sofern Wasserstoff als leichtes, leicht ionisierbares Gas 

15 dem ProzeEgas zugegeben werden soil, ist dieser Zusatz in 

einem Verfahren auf Basis der DE 42 41 045 CI lediglich wah- 
rend der Passivierschritte moglich. Ein Wasserstoff zusatz 
zum Atzgas wurde mit den f reigesetzten Fluorradikalen zu HF 
reagieren und diese dadurch neutralisieren, d.h. diese Flu- 

20 orradikale stehen anschlieSend fur eine Atzreaktion mit Si- 

lizium nicht mehr zur Verf iigung . Ferner besteht wegen des 
Sauerstof f anteils im Atzschritt Explosionsgef ahr durch 
Knallgasbildung im Abgasbereich der Atzanlage. SchlieSlich 
mu£ der zugegebene Wasserstoff auch im Passiervierschri tt in 

25 der Passivierchemie beriicksichtigt werden. Da das als Passi- 

viergas in dem ProzeSgas zeitweilig, insbesondere wahrend 
der Passivierschritte, eingesetzte Octaf luorcyclobutan C 4 F 8 
oder Hexaf luorpropen C 3 F 6 durch Wasserstoff zusatz an Fluor 
verarrr.t:, ist es in diesem Fall daher zweckmaEig, auf ein 

3 0 f luorreicheres Passiviergas auszuweichen. Dazu sind vor al- 

lem Perf luoralkane wie beispieisweise C 2 F 6/ C 3 F 8 oder bevor- 
zugt C 4 F I0 geeignet . 
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Auf diese Weise wird uher den Wassers tof f zusat z in den Pas- 
sivierschritten einerseits ein uberschussiger Fluoranteil 
unter HF-Bildung gebunden und die gewunschte Polymerisat i - 
onswirkung erreicht, und andererseits stent stets genugend 
Wasserstoff fur eine Ionisationsreaktion zur Verfugung, um 
Auf ladungserscheinungen zu reduzieren. 

In Fall der Wasserstoff zugabe zum ProzeSgas geeignete Pro- 
zegparameter sind beispiel sweise , ausgehend von einem Ver- 
fahren nach Art der DE 42 41 045 CI, durch die folgende Re- 
zeptur gegeben, wobei durch geeignete Mafinahmen im Abgasbe- 
reich sicherzustellen ist , daS keine Explosionsgef ahr ent - 
stent. Dazu ist beispielsweise eine an sich bekannte Vor- 
richtung zur katalytischen Wassers tof f urns et zung zwischen ei- 
ner im Abgasbereich eingesetzten Turbomolekularpumpe und ei- 
ner Drehschieberpumpe vorgesehen. 



Passivierschritt : 

100 seem C 4 F 10 + 70 seem H 2 iiber 5 Sekunden bei 12 mTorr 
Druck, 800 Watt Hochf reguenzleistung der Plasmaquelle , keine 
Hochf requenzleistung an der Substratelektrode . 

At zschritt : 

130 seem SF 6 + 20 sscm 0 2 iiber 9 Sekunden bei 20 mTorr 
Druck, 800 Watt Hochf requenzleistung an der Plasmaquelle, 
5 Watt bis 20 Watt Hochf requenzlei stung an der Substratelek- 
trode 

Eine weitere Rezeptur sieht bei gegeniiber dem Vorstehenden 
unveranderten Passivierschri tten vor, SF 6 als fluorliefern- 
des Atzgas durch BrF 3 zu ersetzen, dem als das passivierende 
Tef lonmaterial insbesondere vom Atzgrund bevorzugt abtragen- 
des Additiv zumindest zeitweise NF 3 zugesetzt wird. 
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Atzschritt : 

150 seem BrF 3 + 50 seem Ar oder Helium (als inertes Trager- 
gas) + 10 seem NF 3 uber 10 Sekunden, 25 mTorr Druck, 1500 
Watt Hochfrequenzleistung an der Plasmquelle, 5 Watt bis 
5 30 Watt Hochfrequenzleistung an der Substratelektrode 

Durch die durch die Helium- oder Wasserstof f zugabe erreichte 
Unterdriickung von Pro f i 1 ab we i chung en ist es im ubrigen ohne 
weiteres zusatzlich moglich, nun hohere Sili ziumat zraten zu 
10 erreichen, indem die Lei stung spa rameter des eingesetzten 

Plasmaatzprozesses , insbesondere der Plasmaquelle , bei- 
spielsweise von 800 Watt auf bis zu 3000 Watt hochskaliert 
werden . 



15 Durch den erf indungsgemaSen ProzeSgas zusat z von insbesondere 

He oder H 2 wird schlieElich auch die Selektivitat zwischen 
dem Seitenwandpolymerf ilmabtrag und At zgrundpolymerabtrag 
wahrend der Atzschritte dahingehend verbessert, da£ der Atz- 
grundpolymerabtrag beschleunigt und der Seiten- 

20 wandpolymerf ilmabtrag reduziert wird. Dies ist eine Folge 

der bevorzugten Ablenkung leichter Ionen zur Seitenwand, 
wahrend schwere Ionen ungehindert den Atzgrund erreichen. 

Die Zugabe des leichten und leicht zu ionisierenden Gases 
2 5 wie H 2 , Ne oder bevorzugt He wird umso wirksamer, je niedri- 

ger die Freguenz der Substratelekt rodenspannung an der Sub- 
stratelektrode ist, da die leichten Ionen aufgrund ihrer ge- 
ringeren Tragheit zunehmend der elektrischen Feldvariation 
folgen konnen . Das Anlegen einer hochf requenten Substrate - 
30 lektrodenspannung uber einen Subs t rat spannungsgenerator (Bi- 

as Power) an das zu atzende Subs t rat ist an sich bekannt und 
dient ublicherweise zur Beschleunigung von im Plasma erzeug- 
ten Ionen auf das Substrat . 
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Im erlauterten Beispiel wird die emgesetzte hochf requente 
Substratspannung dazu in ihrer Frequenz beispielsweise von 
ublichen 13,56 MHz auf weniger als 2 MHz verringert . Damit 
wirkt sich der Massenunterschied des leichten Gasbestand- 
5 teils im Vergleich zu den iibrigen Bestandteilen des Atzgases 

besonders stark aus . 
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5 

Patentanspriiche 

10 1. Verfahren zum Plasmaatzen, insbesondere zum anisotro- 

pen Plasmaatzen, von lateral definierten Strukturen in einem 
Siliziumsubstrat , mit einem ProzeSgas, wobei vor und/oder 
wahrend des Atzens zumindest auf den Seitenwanden von late- 
ral definierten Strukturen zumindest zeitweilig mindestens 

15 ein passivierendes Material abgeschieden wird, dadurch ge- 

kennzeichnet, da£ dem ProzeSgas zumindest zeitweise ein flu- 
orlieferndes Atzgas zugegeben wird, das mindestens eine der 
Verbindungen, ausgewahlt aus der Gruppe C1F 3 , BrF 3 Oder IF 5 
enthalt . 

20 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daS dem Prozefigas weiterhin zumindest zeitweilig als ein das 
passivierende Material bildendes Gas mindestens ein Gas aus- 
gewahlt aus der Gruppe SiF 4/ C 4 F 8 , C 3 F 6 , C 4 F 10 , C 3 F e oder C 2 F 6 

25 zugesetzt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS dem ProzeSgas zumindest zeitweilig mindestens ein Gas, 
ausgewahlt aus der Gruppe C 2 , N 2 0, NO, NO x/ C0 2 , Ar, N0 2 oder 

30 N 2 zugesetzt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da£ dem ProzeEgas zumindest zeitweilig mindestens ein das 
passivierende Material, insbesondere Si0 2 oder ein teflonar- 
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tiges Material, ver zehrendes Additiv, msbesondere CHF 3 , 
CF 4/ C 2 F 6/ C 3 F 6 , C 4 F fi/ C 4 F 10 , C 3 F a , ein Fluoralkan oder NF 3 zu- 
gesetzt wird. 

5 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

da£ dem ProzeSgas zumindest zeitweilig ein leichtes und 
leicht zu ionisierendes Gas, insbesondere H 2 , He oder Ne, 
zugesetzt wird. 

10 6. Verfahren zum Plasmaatzen, insbesondere zum anisotro- 

pen Plasmaatzen, von lateral definierten Strukturen in einem 
Siliziumsubstrat , mit einem Prozefigas, wobei vor und/oder 
wahrend des Atzens zumindest auf den Seitenwanden von late- 
ral definierten Strukturen zumindest zeitweilig mindestens 

15 ein passivierendes Material abgeschieden wird, dadurch ge- 

kennzeichnet, da£ dem ProzeSgas zumindest zeitweilig als ein 
das passivierende Material, insbesondere Si0 2 oder ein te- 
flonartiges Material, verzehrendes Additiv NF 3 zugesetzt 
wird. 



20 



25 



7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 

da£ dem ProzeSgas zumindest zeitweilig ein f luorlief erndes 
Atzgas zugegeben wird, das mindestens eine der Verbindungen, 
ausgewahlt aus der Gruppe SF 6 , C1F 3 , BrF 3 oder IF S enthalt . 



8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 

da£ dem ProzeSgas weiterhin zumindest zeitweilig als ein das 
passivierende Material bildendes Gas mindestens ein Gas aus- 
gewahlt aus der Gruppe SiF 4 , C 4 F 6/ C 3 F 6 , C 4 F 10 , C 3 F 6 oder C 2 F 6 
30 zugesetzt wird. 



9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 

daS dem ProzeEgas zumindest zeitweilig mindestens ein Gas, 
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ausgewahlt aus der Gruppe 0 2 , N 2 0, NO , NO x/ C0 2 , Ar, N0 2 oder 
N 2 zugesetzt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekermzeichnet , 
daS dem ProzeSgas zumindest zeitweilig ein leichtes und 
leicht zu ionisierendes Gas, insbesondere H 2/ He oder Ne , 
zugesetzt wird. 

11. Verfahren zum Plasmaatzen, insbesondere zum anisotro- 
pen Plasmaatzen, von lateral definierten Strukturen in einem 
Siliziumsubstrat , mit einem ProzeSgas, wobei vor und/oder 
wahrend des Atzens auf den Seitenwanden von lateral defi- 
nierten Strukturen zumindest zeitweilig mindestens ein pas- 
sivierendes Material abgeschieden wird, dadurch gekennzeich- 
net, da£ dem Prozefigas zumindest zeitweilig ein leichtes und 
leicht ionisierbares Gas, insbesondere H 2 , He oder Ne, zuge- 
setzt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekermzeichnet, 
daS dem ProzeSgas zumindest zeitweilig ein f luorlief erndes 
Atzgas zugegeben wird, das mindestens eine der Verbindungen, 
ausgewahlt aus der Gruppe SF € , C1F 3 , BrF 3 oder IF 5 enthalt . 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet , 
da£ dem ProzeSgas weiterhin zumindest zeitweilig als ein das 
passivierende Material bildendes Gas mindestens ein Gas aus- 
gewahlt aus der Gruppe SiF 4/ C 4 F S , C 3 F 6( C 4 F 10 , C 3 F e oder C 2 F 6 
zugesetzt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
daS dem ProzeEgas zumindest zeitweilig mindestens ein Gas, 
ausgewahlt aus der Gruppe 0 2 , N 2 0, NO, N0 X/ C0 2 , Ar, N0 2 oder 
N 2 zugesetzt wird. 
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15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzei chnet , 
da£ dem ProzeSgas zumindest zeitweilig mindestens ein das 
passivierende Material, insbesondere Si0 2 oder ein teflonar- 
tiges Material verzehrendes Additiv, insbesondere CHF 3 , CF 4 , 
5 C 2 F 6 , C 3 F 6 , C 4 F e , C 4 F 10 , C 3 F 8/ ein Fluoralkan oder NF 3 zugesetzt 

wird . 



16. Verfahren zum Plasmaatzen, insbesondere zum anisotro- 
p en plasmaat zen, von lateral definierten Strukturen in einem 

10 Siliziumsubstrat , mit einem ProzeSgas , wobei vor und/oder 

wahrend des Atzens auf den Seitenwanden von lateral defi- 
nierten Strukturen zumindest zeitweilig mindestens ein pas- 
sivierendes Material abgeschieden wird, dadurch gekennzeich- 
net, daft dem ProzeSgas zumindest zeitweise ein f luorlief ern- 

15 des Atzgas zugegeben wird, das mindestens eine der Verbin- 

dungen, ausgewahlt aus der Gruppe C1F 3 , BrF 3 oder IF 5 ent- 
halt, da£ dem Prozefigas weiterhin zumindest zeitweilig als 
ein das passivierende Material verzehrendes Additiv NF 3 zu- 
gesetzt wird, und daS dem ProzeSgas zumindest zeitweilig ein 

20 leichtes und leicht ionisierbares Gas, insbesondere H 2 , He 

oder Ne, zugesetzt wird. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet , 
da£ dem ProzeSgas weiterhin zumindest zeitweilig mindestens 

25 ein das passivierende Material bildendes Gas, ausgewahlt aus 

der Gruppe SiF 4/ C 4 F 8/ C 3 F 6 , C 4 F 10 , C 3 F e oder C 2 F 6 zugesetzt 
wird. 



18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, 
3 0 da£ dem Proze&gas zumindest zeitweilig mindestens ein Gas, 

ausgewahlt aus der Gruppe 0 2/ N 2 0, NO, NO x , C0 2 , Ar , N0 2 oder 
N 2 zugesetzt wird. 
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